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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC

NF C 86-010 et NF C 86-614

UTE C 86-614/068

27 aolt 1979 1A8|
Eclibne 2

. SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

TRANSISTOR BIPOLAIRE

CONSTRUCTION : Numéro de type :
Matériau semiconducteur . Silicium
Polarité : NPN CV 8616
Matériau du boitier : Métal
Sortie reliée au boitier . Collecteur
DESCRIPTION MECANIQUE ozt 3
<\ APPLICATION ELECTRIQUE

Références d’encombrement o,
CElI191-2 : B11,C7 ;;;i a4 Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE
(JEDEC : TO-18) ‘ .
Référence frangaise : TO-18/F 30 3 Utilisation : COMMUTATION

, NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE
Marquage : CV 8616 - . F

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement, sauf indication contraire.

Températures et puissances

4.1. — Températures ambiantes ...................... Tamb

4.2. — Températures de stockage ..................... L

4.9. — Dissipation totale de
puissance (& T, =25°C) . ................. Pt

Tensions et courants

43. — Tension collecteur-base ....................... Veeo
4.4, — Tension collecteur-émetteur ... ................ Vceo
45 — Tension émetteur-base . ....................... Veso
4.6. — Courant-collecteur .......................... ... e
47. — Courantdebase ................... .. ... Ig

min — 55°C
max + 175°C
min — 55°C

max + 175°C

max 03 W
max 20V
max 20V
max 5V

max 100 mA
max 10 mA

(W) Pto(

0.3

0 amb
25 175 (°C)

Se reporter a la liste des produits homologués (QPL) pour connaitre la liste des composants répondant a la présente

spécification particuliére.

G2 loly OKe OKe oke (2Gots 0id

0¢Full document details: CECC 50004-068 0

Documents


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-50004-068-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-50004-068-0

B 1974499 0037200 002 WM
CECC 50 004-068

. -2~
UTE C 86-614/468
CARACTERISTIQUES .
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d'essai
définies dans les groupes A et C
PARAMETRE SYMBOL 5 T ONDITIONS LIMITES
sauf indication contraire min | max|unité
Valeur statique (5.1) + |§h. ... \ §I. = 10mA  Vep= 0:4V 35
du rapport de 218 (1) C CE
transfert direct + §h2]L’ (2) §IC = ImA VCE= 0,4V 30,
du courant
§h21E (3) §IC = 30mA VCE= 0,4V 20
+ §h21E 4) §IC = 50mA VCE= 0,75V 20
Tension de (5.2) + 1§V, §I. = 30mA I, =.15mA 0,4 V
saturation CEsat (1) ¢ B ’
collecteur-
émetteur .
Tension de (5.4) + §VBEsat (M §IC = 10mA IB = ImA 0,9 Vv
saturation _ _ v
base-émetteur §Vpgsat (2) SIg = sS0mA Ip = 2,5m 1,9
Courant-résiduel (5.5.) + ]I V., = 20V I. =0 501 nA
collecteur-base CBO (1) CB E
a haute .
température (5.0.) + ICBO 2) VCB = 20V IE =0 Tamb=100 C 20 uA
Retard i la (5.7.2)+ tg IC = 10mA 50} ns
décroissance - -
(note) Iy == 1pp= T0mA |
Fréquence de (5.7.2)+ f. I~ = 10mA V..,=12V f= 20Miz 50 Mz
= T C CE
transition
Capacité de (5.8) +|C V., = 10V I.=0 f= 1Miz 110 pF
sortie 22b CB E
preciyoreunl b T I S sl .
EBO (2) EB ’ ol
. IEBO (3) VEB = 1,5V IC = 0 T,y = 100°C 201 pA
Tension de + V. I. = 10m\ I,=0T . =-55°C
maintien CEO sus C B amb 195°C 20 v
Résistance Thérmique (5.9) (R, ./
Jonction-ambiante th)(q amy 5001 °C/W
§Impulsions: tp = 300us & < 2% Note: Schéma de mesure en Annexe
Documents
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CONDITIONS D'ESSAI ET EXIGENCES DE CONTROLE
GROUPE A
Lot par Lot
Tous les essais sont non-lestructifs (paragraphe 3.5.6)
EXAMEN . CONDITIONS EXIGENCES DE CONTROLE
ou REE. a T = 25°C
FSSAL 4 lamp LIMITES Niv { NP | NOA
: (§) sauf indication contraire : ) (%)
. nmn §nax junitc
Sous-groupe Al -« F I 10,65
2>
Examen visuel 4.2.1 4.2.1. 4.2.1.
: EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
SOUS-GROUPE AZ2a
Inopérants 11 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement)
11 0,15 transistors
II 0,25 diodes de redressement
Sous-groupe A2 F 1T 0,15
(a) Défauts (V.note)
Inopérants :
(b) Autres F IT {0,65
Défauts ,
Iegg (D %'86? Veg = 20V Ip =0 50 | nA
§V.psat (1) 4.3.4. §1-~ = 30mA I, =1,5mA 0,4V
CE T.003 C B
Sous-groupe A3 ' F 1 12,5
§h21E M 4.3.4 §IC = 10mA VCE= 0,4V 35
T.006
4.3.4 = = =
ha1E (2) oedr | STg = tmA - V= 0,4V 30
WEE sat (1) | 4.3.4 [SIg = 0m Iy = TmA 0,9V
T.004
1 4,3.4 V., = 5V I.=0 10 | pA
EBO (1) T.002 EB C
VCEOsus 4.3.4 |1 om I =0 20 v
T.011
Sous-groupe A4 T sS4 |4
t 4.3.4 I, = 10mA Ih==1n,= 10mA 50 |=ns
S T.061 C B1 "B2
Voir schéma Annexe 1
ET ’111“84111 IC = 10mA VCE = 12V S0 Miz
* f = 20Miz
§ Impulsions : tp = 300 us 8 < 2%
Note : Défauts inopérants electriques = circuit ouvert,
court circuit Documents
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